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１．概要（Summary） 
近年、電荷の制御による高速動作という半導体の特徴と、

スピンの制御による不揮発性という磁性体の特徴を融合

できる強磁性半導体は大変注目されている。鉄系強磁性

半導体はｎ型および p 型強磁性半導体が実現できること

や室温強磁性が実現できることなどから、デバイス応用に

有望である。特に、Fe 系 n 型室温強磁性 (In,Fe)Sb は

室温において大きな異常ホール効果を示すため、高感度

磁気センサーの材料として期待されている。そこで本研究

では、感度とキュリー温の更なる向上を目的とし、Fe 系 n
型室温強磁性(In,Fe)Sb についてδドーピング法を用い

た新な成長法を提案し、Feδドープ(In,Fe)Sb 薄膜の作

製及び電気特性・磁気特性の評価を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
コンタクト光学露光装置  

【実験方法】 
Molecular Beam Epitaxy 法により GaAs 基板の上に、

AlAs/AlSb/InSb/ Feδドープ InFeSb層を作製した（Fig. 
1(a)）。次にフォトリソグラフィー装置を用いて、ホールバ

ー構造を作製し、異常ホール効果を評価した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1(a) の構造において、平均Fe濃度<x> = dFeSb / 
(dFeSb + dInSb) = 5−20%の室温異常ホール効果を作製

した。その結果、<x> = 11~17%において一番高い異

常ホール効果の感度が得られた。Fig. 1(b)にFeδドー

プ(In,Fe)Sb、均一ドープ(In,Fe)Sb、(Ga,Fe)Sbおよび

市販のInSbホールセンサーの感度を比較する。δドー

プ(In,Fe)Sbは他のセンサーよりも４倍ぐらい超高感

度が得られた。同時に、非線形性の改善も見られた。

この結果は、δドープ(In,Fe)Sbは超高感度異常ホール

効果センサーの材料として有望であることを示した。 

Fig. 1. (a) Schematic structure of Fe δ-doped 
(In,Fe)Sb samples. (b) Hall sensitivities measured 
in 200 μm × 50 μm Hall bars of the Fe δ-doped 
(In1-<x>,Fe<x>)Sb with <x> = 11% (blue line), the Fe 
uniformly-doped (In1-x,Fex)Sb sample with x = 16% 
(light blue line), and the Fe uniformly-doped 
(Ga1-x,Fex)Sb sample with x = 25% (red line) at room 
temperature. For comparison, we also plot the Hall 
sensitivity at 0.05 T (yellow diamond) of a 
commercial ultra-high sensitivity InSb Hall sensor. 
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